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Uktad wyprowadzen

4 1
5 2
1 - wejscie

2 - wejscie faczone z masg uktadu
3 - masa ukfadu

4 - wyjscie taczone z masag uktadu
5 - wyjscie

WARUNKI POMIARU

- temperatura otoczenia : 23°C
- impedancja sterujaca : 50 Q
- impedancja obcigzenia : 50 Q

Parametr Wartos¢ |Jednostka
Czestotliwos¢ srodkowa (fo) ~ 165 MHz
Szeroko$¢ pasma przepustowego (3dB) > 140 kHz
Ttumiennos$¢ wtraceniowa przy (fo) 6 dB
Poziom odniesienia dla podanych nizej wartosci

Tlumiennos¢ wzgledna

dolne pasmo zaporowe 160 + (fo - 1,3) MHz >30 dB
gorne pasmo zaporowe (fo+1,3) + 170 MHz >30 dB
Dobro¢ (Q) z obcigzeniem 50 Q 1800 -
Temperatura kompensacji (To) 20 °C
Temperaturowy wspétczynnik czestotliwosci 0,032 ppm/°c2
(TWCz2)

Materiat podtoza Kwarc STX

CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWE

TRM LOG 18 dB/REF -6.892 dB 1:-5.8893 B 164.787 560 MHz
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INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH

Wolczyriska 133, 01-919 WARSZAWA




